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무기 나노입자 기반의 포토레지스트는 파장 13.5 nm의 EUV(극자외선)에서 광이온화 단면적이 탄소 원소보다 매우 큰 무기 원소를 포함하여 EUV 노광 공정에 대한 광민감도가 매우 우수하고, 기존 유기계 고분자 대비 치밀한 구조로 우수한 에치 내성을 가지며, 기본 단위 구조의 크기가 수 nm 이하로 제한되어 패턴 형성 시 매우 우수한 LER과 해상도를 가질 것으로 기대되고 있다. 기존 KrF, ArF 노광 공정에서는 광화학 메커니즘에 의해 레지스트 물질의 변화가 일어나는 반면에, EUV 노광 공정에서는 2차 전자와 분자의 충돌을 통해서 레지스트 물질의 변화가 일어난다. 따라서 양자역학, 물리화학, 합성 화학의 기본 개념들을 융합하는 전자 구동 화학 기반의 EUV 레지스트 설계가 필요한다. 현재 다양한 종류의 금속 산화물 클러스터(크기 0.8 ~ 1.5 nm) 소재들의 EUV 레지스트 응용이 모색되고 있는데, 기초과학적 연구주제 설정과 원천 소재 기술 창출의 기회가 아직도 충분히 남아 있다.                
